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분리막 기술은 소규모, 고효율, 자동화 가능 등의 장점으로 차세대 수처리 기술로써 각광받고 있

다. 그러나 분리막의 오염현상에 따른 막의 세정 및 주기적인 교체의 필요성으로 인해 분리막 

기술을 수처리 공정에 적용하는데 큰 어려움을 겪고 있다. 따라서 막 오염 제어기술은 분리막 

수처리 공정의 현장 적용에 있어서 기술 및 경제성 확보에 매우 중요한 인자가 된다. 막오염을 

실시간으로 관측하고 제어하기 위해서는 기본적으로 막오염층(cake layer)을 감지하고 형성된 

오염층의 두께를 분리막 탈착, 시편채취 없이 in-situ로 바로 측정할 수 있는 기술 및 센서의 개

발이 요구된다. 본 연구에서는 이러한 센싱기술 개발을 위해 형광물질을 첨가하여 분리막을 제

조하고 막표면의 형광신호를 분석하여 막오염을 실시간으로 측정하였다. 수처리용 분리막의 제

조를 위해 polysulfone(PSf)과 polyvinylidene fluoride(PVDF)를 이용하였고, 세 종류의 형광물

질을 이용하여 상전이법을 통해 다공성의 비대칭막을 제조하였다. 제조된 분리막은 형광신호 

감지장치를 이용하여 막표면의 형광신호를 분석하였으며 막오염에 따라 변화하는 형광신호를 

실시간으로 측정하였다. 실험결과 형광물질을 첨가한 막은 첨가하지 않은 막과 비슷한 

morphology를 가지나 실제적인 투과도 및 배제율 측면에서는 차이를 보여, 제막 시 형광물질의 

종류 및 첨가량이 막 내부구조에 큰 영향을 미치는 것을 확인할 수 있었다. 또한 형광물질을 첨

가한 막은 막오염에 따라 형광신호가 크게 변화함을 보여 막표면 오염층의 분석이 용이해짐을 

알 수 있었다.  


